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Tentti 29.10.2008

Selosta lyhyesti seuaavat puolij ohdematedaaleihin j a puolijohdeteknologiaan
liitt).vAt kasitteet:

(a) Aukko
(b) Energiavyd
(c) Varauksenluljettajien relaksaatioaika
(d) Varauksenkulj ettaj ien efekliivinen massa
(e, Epapuhuusatomien ionisoiiumisenergia
(f) Puolijohdeawintokenno

Piisui valmistetussa pn-liitoksessa p-puolen seostus on x" =5-10r'crr-r ja n-
puolen seostus Nu =s.l\ftcma . Aukkojen ja elektonien diffi.rusiovakiot ovat

D,=8.5cm'ls ja D,=lo.3cm'1ls seka diffuusiopituudet Lp=l3opm ja

L, =l00pm . Laske diodin my61.?isuuntairen virantiheys jiimitteellii v, =0 4t/

huoneenlimptitilassa f=300 K, jossa inlrinsiikkinen konsenhaatio on

\ =r.45.10to cm-' . (Alkeisvaraus q=|.602.10"'As ja Boltzmanrin vakio

kB =r,38.1043 J tK).

Metalli-puolijohdediodissa ja pnJiitoksessa molen:rnissa tyhjennysalueetr
leveys rd , ja siis myds tyhjennysalueen kapasitanssi C=€"A/xd, tiipp]J-\lat
estosuuntaisesta jiimitteesta V" . MftA puolijohteen parainetreja voidaar
kokeellisesti mazidttaai tilmiin tiedon perusteella mittaamalla diodin
kapasila$si jzinnitteen fiDktiona ?

Selosta npn-bipolaaritransisto n mkenne ja toimintapedaate.

Esitii poikkileikkaus-kuvasarjana ja selosta lyhyesti itsekohdistuvan
NMOSFET:in valmistusprosessi.
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